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Research Abstract

本研究では、我々がこれまでに報告している逆型有機薄膜太陽電池(ITO/n型半導体/PCBM : P3HT/PEDOT : PSS/Au素⼦)の新たな評価⽅法として、交流インピー
ダンス法(IS)を適⽤し、太陽電池の性能劣化因⼦の解明を⾏った。本年度は硫化亜鉛(ZnS)を電⼦捕集層に⽤いたFTO/ZnS/PCBM : P3HT/PEDOT : PSS/Au逆型
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素⼦について研究を⾏い、ZnS表⾯をHS-イオンで化学修飾したときの光電変換特性と光IS特性を評価した。ZnS表⾯をHS-イオンで被覆することによって、素⼦
性能が40%向上した。光IS測定により、本逆型素⼦に存在する成分のうち、ZnS層およびPCBM : P3HT層に電気容量成分があることが確認された。ZnS表⾯修飾
により抵抗成分の減少が観察され、等価回路を⽤いたfittingの結果から、これはZnS/PCBM界⾯における電荷移動抵抗が増加したためと帰属された。この界⾯で
は、アクセプターPCBMとドナーP3HTの間の光誘起電⼦移動によって⽣成した電⼦が、PCBMのLUMOレベルからZnSの伝導帯へ移動する際の界⾯抵抗と考えられ
る。したがって、化学吸着のような界⾯修飾⼿法で界⾯輸送効率を改善することが性能向上のために有効であることを明確に⽰すことが出来た。また、連続光照射
下における光IS測定から、ZnS/PCBM界⾯の電荷移動抵抗の増加が観測された。この抵抗増加は、ZnS表⾯での光触媒効果により、ZnS表⾯付近の有機膜が劣化し
たためと考えられる。このように、光IS法を⽤いることにより、光電流電圧曲線から得られた光電変換特性をより詳細に解析でき、性能の向上および劣化がどの界
⾯およびバルクに由来するのか帰属することができた。
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